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参  数 符 号 测 试 条 件 最小值 典型值 最大值 单位 

关断下降时间 tf -- 42 -- 

栅极电荷量 Qg 
VDD=480V, VGS=10V, ID=20A 

         (注 4,5) 

-- 39 -- 

nC 栅极-源极电荷量 Qgs -- 9.6 -- 

栅极-漏极电荷量 Qgd -- 20 -- 

源-漏二极管特性参数 

参  数 符 号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

连续源极电流 IS MOS 管中源极、漏极构成的反

偏 P-N 结 

-- -- 20 
A 

源极脉冲电流 ISM -- -- 80 

二极管压降 VSD IS=20A,VGS=0V -- -- 1.2 V 

反向恢复时间 Trr VDD=50V, IF=20A, 

dIF/dt=100A/µs (注 4) 

-- 426 -- ns 

反向恢复电荷 Qrr -- 6.2 -- µC 

注： 

1. L=79mH，IAS=4.6A，VDD=100V，RG=25，开始温度TJ=25C； 

2. VDS=0~400V，ISD<=20A，TJ=25C； 

3. VDS=0~480V； 

4. 脉冲测试：脉冲宽度≤300μs，占空比≤2%； 

5. 基本上不受工作温度的影响。 
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典型特性曲线 
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典型特性曲线（续） 
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典型测试电路 

与待测器件

参数一致
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封装外形图（续） 

TO-220-3L 单位：毫米 
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TO-3P 单位：毫米 
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封装外形图（续） 

TO-263-2L 单位：毫米 
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TO-247-3L 单位：毫米 
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